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「ICC-IMR Workshop on Novel 
Material Science using 
Polarized Neutron  報告」大山　研司
研究部共同研究における重点研究として、本研究課題を昨年から継続し
ています。研究対象としている III 族窒化物半導体は、InN、GaNおよび
























































KINKEN65-五.indd   7 11.6.10   6:38:47 PM
